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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成23年5月26日(2011.5.26)

【公開番号】特開2009-1784(P2009-1784A)
【公開日】平成21年1月8日(2009.1.8)
【年通号数】公開・登録公報2009-001
【出願番号】特願2008-129078(P2008-129078)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ  11/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/05     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ  11/06    ６１０　
   Ｈ０１Ｌ  29/28    １００Ａ
   Ｈ０１Ｌ  29/28    ２５０Ｈ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｂ
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成23年4月12日(2011.4.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（１）で表されるポリアセン誘導体を含む有機デバイス用材料。
【化１】

（式中、Ｒ１０１～Ｒ１０２およびＲ１０６～Ｒ１０７は、それぞれ、アルキル基または
フェニル基を表す。また、Ｒ１０３～Ｒ１０５およびＲ１０８～Ｒ１１０は、それぞれ、
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水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ２１～Ｒ２４およびＲ２６～Ｒ
３１は、それぞれ、水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。）
【請求項２】
一般式（２）で表されるポリアセン誘導体を含む有機デバイス用材料。
【化２】

（式中、Ｒ１０１～Ｒ１０２およびＲ１０６～Ｒ１０７は、それぞれ、アルキル基または
フェニル基を表す。また、Ｒ１０３～Ｒ１０５およびＲ１０８～Ｒ１１０は、それぞれ、
水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ２０１～Ｒ２０２およびＲ２０

６～Ｒ２０７は、それぞれ、アルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ２０３～Ｒ２

０５およびＲ２０８～Ｒ２１０は、それぞれ、水素またはアルキル基またはフェニル基を
表す。また、Ｒ２１～Ｒ２４およびＲ２７～Ｒ３０は、それぞれ、水素またはアルキル基
またはフェニル基を表す。）
【請求項３】
一般式（３）で表されるポリアセン誘導体を含む有機デバイス用材料。
【化３】

（式中、Ｒ１０１～Ｒ１０２およびＲ１０６～Ｒ１０７は、それぞれ、アルキル基または
フェニル基を表す。また、Ｒ１０３～Ｒ１０５およびＲ１０８～Ｒ１１０は、それぞれ、
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水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ３１～Ｒ３４およびＲ３６～Ｒ
４３は、それぞれ、水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。）
【請求項４】
一般式（４）で表されるポリアセン誘導体を含む有機デバイス用材料。
【化４】

（式中、Ｒ１０１～Ｒ１０２およびＲ１０６～Ｒ１０７は、それぞれ、アルキル基または
フェニル基を表す。また、Ｒ１０３～Ｒ１０５およびＲ１０８～Ｒ１１０は、それぞれ、
水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ３１～Ｒ３５およびＲ３７～Ｒ
４２およびＲ４４は、それぞれ、水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。）
【請求項５】
一般式（５）で表されるポリアセン誘導体を含む有機デバイス用材料。
【化５】

（式中、Ｒ１０１～Ｒ１０２およびＲ１０６～Ｒ１０７は、それぞれ、アルキル基または
フェニル基を表す。また、Ｒ１０３～Ｒ１０５およびＲ１０８～Ｒ１１０は、それぞれ、
水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ２０１～Ｒ２０２およびＲ２０

６～Ｒ２０７は、それぞれ、アルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ２０３～Ｒ２

０５およびＲ２０８～Ｒ２１０は、それぞれ、水素またはアルキル基またはフェニル基を
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表す。また、Ｒ３１～Ｒ３４およびＲ３７～Ｒ４２は、それぞれ、水素またはアルキル基
またはフェニル基を表す。）
【請求項６】
一般式（６）で表されるポリアセン誘導体を含む有機デバイス用材料。
【化６】

（式中、Ｒ１０１～Ｒ１０２およびＲ１０６～Ｒ１０７は、それぞれ、アルキル基または
フェニル基を表す。また、Ｒ１０３～Ｒ１０５およびＲ１０８～Ｒ１１０は、それぞれ、
水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ２０１～Ｒ２０２およびＲ２０

６～Ｒ２０７は、それぞれ、アルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ２０３～Ｒ２

０５およびＲ２０８～Ｒ２１０は、それぞれ、水素またはアルキル基またはフェニル基を
表す。また、Ｒ３１～Ｒ３４およびＲ３６およびＲ３８～Ｒ４１およびＲ４３は、それぞ
れ、水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。）
【請求項７】
一般式（７）で表されるポリアセン誘導体を含む有機デバイス用材料。
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【化７】

（式中、Ｒ１０１～Ｒ１０２およびＲ１０６～Ｒ１０７は、それぞれ、アルキル基または
フェニル基を表す。また、Ｒ１０３～Ｒ１０５およびＲ１０８～Ｒ１１０は、それぞれ、
水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ２０１～Ｒ２０２およびＲ２０

６～Ｒ２０７は、それぞれ、アルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ２０３～Ｒ２

０５およびＲ２０８～Ｒ２１０は、それぞれ、水素またはアルキル基またはフェニル基を
表す。また、Ｒ３０１～Ｒ３０２およびＲ３０６～Ｒ３０７は、それぞれ、アルキル基ま
たはフェニル基を表す。また、Ｒ３０３～Ｒ３０５およびＲ３０８～Ｒ３１０は、それぞ
れ、水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。また、Ｒ３１～Ｒ３４およびＲ３８

～Ｒ４１は、それぞれ、水素またはアルキル基またはフェニル基を表す。）
【請求項８】
一対の電極間に、
請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の有機デバイス用材料を含むことを特徴とす
る発光素子。
【請求項９】
一対の電極間に発光層を有し、
前記発光層は、請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の有機デバイス用材料を含む
ことを特徴とする発光素子。
【請求項１０】
請求項８または請求項９に記載の発光素子と、前記発光素子の発光を制御する制御回路と
を有する発光装置。
【請求項１１】
表示部を有し、
前記表示部は、請求項８または請求項９に記載の発光素子と前記発光素子の発光を制御す
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る制御回路とを備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項１２】
請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の有機デバイス用材料を含むことを特徴とす
る電界効果トランジスタ。
【請求項１３】
請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の有機デバイス用材料を含む層と、ソース電
極とドレイン電極と、ゲート電極を有することを特徴とする電界効果トランジスタ。
【請求項１４】
請求項１２または請求項１３に記載の電界効果トランジスタを含む半導体装置。
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